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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
' Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahman dieses Berichts als •'ursprungiich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7)): 

Beschreibung, Seiteh 

1.29 in der ursprungiich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 



2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale voriaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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eingegangen am 28.10.2004 mit Schreiben vom 28.10.2004 



Zeichnungen, Blatter 



1/5-5£ 



in der ursprungiich eingereichten Fassung 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER pr-r/FP n^/HRPPn 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PO I l\=.r> IMAJB^U 



* n ni«<?Pr Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
emg^ebenen GrQnden nach^ Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunghch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

, III. Keine Erstellung elnes Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatlgkeft und gewerbliche 
Anwendbarkeit ' 

1 Folaende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprQft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erffi^rSr TSgkXberuhJnd (nkM offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
H AnsprQche Nr. 19-50 

Begrundung: 

□ Die aesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. beziehen sich auf den 
w^ete^ G^en^, fQr den keine Internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

Rl Die Beschreibuna die AnsprQche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
^ef^eo^s^^Misprii^B Nr. 19-50 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die AnsprQche bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestGtzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ FQr die obengenannten AnsprQche Nr. wurde kein intemationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefOhrt werden, well I das j Protokoll der 
Nukleotid- und/bder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschnften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

IV. Mangelnde Einheltlichkeit der Erfindung 

1. Auf die Aufforderung zur Einschrankung der AnsprQche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die AnsprQche eingeschrankt. 
a zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche GebOhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die AnsprQche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 
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2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung "icht erfullt jst ; und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

E3 aus'folgenden Grunden nicht erfullt ist: # 
siehe Beiblatt 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

H alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. beziehen. 

V Beqrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderlschen Tatigkeit und der 
" gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung — _ « » 
Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-18 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-18 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-18 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Es wird auf die folgendenDokumente verwiesen: 

DE 100 60 628 A 
US-A-5 861 609 
US-B-6 197 7021 
US-B-6 228 752 

... , • p 

Zu Puhkt III 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

1 . Der Anspruch 19 ist vage und unklar, und sein Umfang geht uber den durch die 
Beschreibung und die Zeichnungen gerechtfertigten Umfang hinaus (Artikel 6 
PCT): 

1.1 Die Materialien A und B und die Prozessgaskomponenten X,Y sind im Anspruch 
19 nicht naher definiert. Im Hinblick auf die zahlreichen moglichen Kombinationen 
von A, B, X und Y, die daher im Anspruch 19 enthalten werden, ist der 
Gegenstand des Schutzbegehrens nicht War definiert und das zu losende 
technische Problem nicht erkennbar. 

Aus der Beschreibung (vgl. Seite 3, Zeilen 4-9; Seite 10, Zeilen 30-33) geht 
hen/or, das es sich urn ein Verfahren zum thermischen Behandeln von 
Halbleiterwafem handelt, bei dem eine selektive Oxidation einer zu oxidierenden 
Siliziumschicht und einer nicht zu oxidierenden Metallschicht durchgefuhrt wird, 
und bei dem das Bilden einer fliichtigen Metalloxidverbindung verhindert werden 
soli. Ein solches Verfahren geht jedoch nicht aus Anspruch 19 hervor. 

Au3erdem ist der Begriff "Zeitintervair unklar; im Anspruch 19 wird weder ein 
unteres noch ein oberes Limit fur das "ZeitintervaH" definiert. 

1 .2 AuBerdem ist Anspruch 1 9 unklar, da die letzten drei Zeilen des Anspruchs keine 
erkennbare Einschrankung des beanspruchten Verfahrens definieren. Obwohl in 
diesen Zeilen angegeben wird, daB eine Konzentration und/oder Partialdruck 
wenigstens einer Komponenten des ProzeBgases stetig als Funktion des weiteren 
ProzeBparameters verandert wird, wird nirgendwo im Anspruch 19 festgelegt, daB 
ein ProzeBparameter tatsachlich variiert wird. Insofem wird in den letzten drei 
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Zeilen des Anspruchs 19 keine Anderung der Konzentration und/oder Partialdruck 
der ProzeBgaskomponenten an sich definiert - es wird hier lediglich angegeben, 
da(3 sollte sich ein ProzeBparameter andern, dann wird die Konzentration 
und/oder Partialdruck einer der ProzeBgaskomponenten entsprechend geandert. 

Somit scheint der Gegenstand des Anspruchs 19, insofem er verstanden werden 
kann, aus D3 bekannt zu sein (vgl. insbesondere D3: Spalte 15, Zeilen 38-46), da 
D3 ein Verfahren zur thermischen Behandlung von Halbleiterwafern offenbart, 
wobei die ProzeBgaszusammensetzung derart gewahlt wird, daB die 
Gleichgewichtsreaktionen fur die Siliziumoxidation in Richtung Siliziumoxid 
verschoben wird und die Gleichgewichtsreaktionen fur die Wolframoxidation in 
Richtung Wolfram verschoben wird (Artikel 33(2) PCT). 

Was die letzten 3 Zeilen des Anspruchs 1 betrifft, wird auBerdem darauf 
hingewiesen, daB Schwankungen der ProzeBparameter wahrend des aus D3 
bekannten Verfahren unvermeidlich sind, auch wenn diese klein sind. Somit 
scheint im Verfahren gemaB D3 eine im Anspruch 19 beanspruchte ProzeB- 
Konstellation wahrend eines Nano-lntervall ohne Probleme erreichbar zu sein. 

Ohne vorherige Klarstellung des Anspruchs 1 9 ist eine sinnvolle Prufung der 
abhangigen Anspruche nicht mdglich. 

2. Folgende Klarheitsmangel werden auBerdem erwahnt: 

Die Aussage gemaB Anspruch 19, daB "fur wenigstens ein Zeitintervall ... die 
erste Gleichgewichtsreaktion zum ersten Material A und die zweite 
Gleichgewichtsreaktion zum zweiten Stoff b hin verschoben sind" steht im klaren 
Widerspruch zur Aussage gemaB Anspruch 26, daB die erste und zweite 
Gleichgewichtsreaktionen im verschiedenen Behandlungszyklen (d.h. nicht im 
gleichen Zeitintervall) stattfinden. 



Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Diese Behorde hat festgestellt, daB die intemationale Anmeldung mehrere 
Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen enthalt, die nicht durch eine einzige 
allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (Regel 13.1 PCT), namlich: 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 




INTER NATION ALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08220 
PRUFUNGSBER1CHT - BEIBLATT . 

I: Anspruche 1-20 

Vorrichtung und Verfahren zum therrnischen Behandeln von Halbleiterwafern 
unter Verwendung einer Abdeckplatte 

II: Anspruche 21-50 

Verfahren zum therrnischen Behandeln von Halbleiterwafern mittels eines 
therrnischen Behandlungszyklusses 

Die Griinde dafur sind die folgenden: 

Die die unabhangigen Anspruche 1, 13 und 19 miteinander verbindende 
allgemeine Idee besteht in einer therrnischen Behandlung von 
Halbleitersubstraten mit wenigstens zwei unterschiedlichen Materialien in einer 
ProzeBkammer. Dies ist jedoch bekannt (vgl. D4: Zusammenfassung). 

Die weiteren, im Anspruch 19 beanspruchten Merkmalen betreffen einen 
Behandlungszyklus. Weder diese noch entsprechende technische Merkmale sind 
in den Anspriichen 1 und 13 enthalten. Infolgedessen besteht zwischen den 
beiden Anspruchen kein technischer Zusammenhang im Sinne von Regel 13.2 
PCT. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung ist daher nicht erfullt. 



Zu PunktV 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 



Erfindung I (Anspruche 1-20) 

1 .1 Aus D1 (vgl. die Figur und den dazugehorigen Text) ist eine Vorrichtung 1 zum 
therrnischen Behandeln von Halbleiterwafern mit wenigstens einer zu 
oxidierenden Siliziumschicht und einer nicht zu oxidierenden Metallschicht 
bekannt. Die Vorrichtung weist folgendes auf: 

wenigstens eine Strahlungsquelle 6; 

eine das Substrat 8 aufnehmende Behandlungskammer 5, mit wenigstens 
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einem benachbart zu den Strahlungsquellen liegenden Wandteil, der fur die 
Strahlung der Strahlungsquellen im wesentlichen durchsichtig ist (vgl. D1: 
Spalte 2, Zeilen 52-54); und 

wenigstens eine Abdeckplatte 11,12 zwischen dem Substrat 8 und dem 
benachbart zu den Strahlungsquellen liegenden durchsichtigen Wandteil der 
Behandlungskammer, wobei die Abdeckplatte so bemessen ist, dal3 sie den 
durchsichtigen Wandteil der Behandlungskammer vollstandig gegenuber 
dem Substrat abdeckt, urn zu verhindern, daB von dem Substrat sich 
abscheidendes bzw." abdampfendes Materia"! auf den durchsichtigen 
Wandteil der Behandlungskammer gelangt. 

Das Merkmal gemaB Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung, daB das vom 
Substrat sich abscheidende bzw. abdampfende Material ein Metall, ein Metalloxid 
Oder ein Metallhydroxid umfaBt, bezieht sich auf die Verwendung der 
beanspruchten Vorrichtung und definiert kein Vorrichtungsmerkmal an sich. 

Die Vorrichtung des vorliegenden Anspruches 1 unterscheidet sich daher von der 
aus D1 bekannten Vorrichtung durch die in den Zeilen 19-23 des Anspruchs 1 
angegebenen Merkmale. Dieser Unterschied wird jedoch aus den folgenden 
Grunden nicht als erfinderisch angesehen: 

Die Abdeckplatten werden in D1 zur Reinigung aus der Behandlungskammer 
entnommen und anschlieBend eingesetzt (vgl. D1 : Spalte 3, Zeilen 20-25). Das 
Vorsehen einer Handhabungseinrichtung zum automatischen Entnehmen und 
Einsetzen der Abdeckplatte ist naheliegend, da die Automatisierung der 
Halbleiterproduktion der Norm entspricht. AuBerdem ist das ausschlieBliche 
Kontaktieren der vom Substrat weg weisenden Oberflache der Abdeckplatte als 
ubliche Vorgehensweise anzusehen, da es dem Fachmann offensichtlich ist, daB 
eine Verunreinigung der Handhabungseinrichtung und moglicherweise auch der 
Behandlungskammer (z.B. durch ein mogliches Abblattern des auf die 
Abdeckplatte abgeschiedenen Materials) sonst folgen konnte. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung ist daher als nicht 
erfindersich anzusehen (Artikel 33(3) PCT). 

1 .2 Die weiteren, in den Anspruchen 2, 5, 6, 1 0 und 1 1 angegebenen Merkmale sind 
auBerdem aus D1 bekannt: 
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Anspruch 2 - vgl. D1: Spalte 3, Zeilen 10-13 
Anspruch 5 - vgl. D1: Figur; Absatz 0016 
Anspruch 6 - vgl. D1: Spalte 3, Zeilen 61-64 
Anspruch 10 - vgl. D1, Spalte 3, Zeilen 32-35 und 61-64 
Anspruch 12 - vgl. D1: Figur; Spalte 2, Zeile 45 

1 .3 Bei den Anspruchen 3 und 4 handelt es sich nur um eine von mehreren 
naheliegenden Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches 
Zutun den Umstanden entsprechend auswahlen wurde, um die Abdeckplatte und 
das Substrat in die Kammer einzusetzen und zu entfernen. Bezuglich Anspruch 3 
wird auBerdem darauf hingewiesen, da8 eine derartige Halteanordnung fur eine 
Abdeckplatte in einer ahnlichen Vorrichtung aus D2 bekannt ist (vgl. D2: Figuren; 
Platten 20, 30 auf Halteelementen 52). 

1 .4 Das Vorsehen einer Steuereinheit, um das Einleiten von Gasen in die Kammer zu 
steuem (vgl. Anspruch 12 der vorliegenden Anmeldung), ist naheliegend. 

1 .5 Das Beschichten der zum Substrat weisenden Oberflache der Abdeckplatte mit 
einer leicht zu reinigenden Material ist eine naheliegende MaBnahme, um die 
Reinigung der Platte zu erleichtern (vgl. die Anspruche 7 und 8 der vorliegenden 
Anmeldung). 

1.6 Eine lichtabsorbierende Platte 10, 30 ist aus D2 bekannt. Der Fachmann wurde 
die Aufnahme einer solchen Platte in die in D1 beschriebene Vorrichtung als eine 
naheliegende MaBnahme ansehen (vgl. Anspruch 9 der vorliegenden 
Anmeldung). 

1 .7 Wie aus D1 bekannt (vgl. D1 : Spalte 1 , Absatze 0003 und 0004), kann die 
Vorrichtung gemaB D1 bei Oxidationsprozesse eingesetzt werden, wobei 
Schichtmaterial von den Halbleiterwafern abdampft. Es ist daher naheliegend, die 
Vorrichtung gemaB D1 bei dem an sich bekannten Verfahren zum thermischen 
Behandeln von Halbleiterwafern mit wenigstens einer zu oxidierenden 
Halbleiterschicht und einer nicht zu oxidierenden Metallschicht einzusetzen, wobei 
sich abscheidendes bzw, abdampfendes Material ein Metall, Metalloxid oder 
Metallhydroxid umfaBt (vgl. D3). 

Der Gegenstand des Anspruchs 13 der vorliegenden Anmeldung wird daher als 
naheliegend angesehen. 
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1.8 
1.9 



Das weitere im Anspruch 14 der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Merkmal 
ist aus D1 bekannt (vgl. D1 : Spalte 3, Zeilen 20-25). 

Ein Verfahren zum thermischen Behandeln von Halbleiterwafern mit wenigstens 
einer zu oxidierenden Siliziumschicht und einer nicht zu oxidierenden 
Wolframschicht ist aus D3 bekannt. Dabei werden die in den Ansprtichen 15-17 
der vorliegenden Anmeldung beschriebenen ProzeGschritte durchgefuhrt (vgl. D3: 
Spalte 16, Zeilen 12-39; Spalte 15, Zeilen 38-52). 

AuBerderh zeigt Figur 12 von D3, daB der Wasseranteil bei einer Temperatur von 
etwa 900C (vgl. D3: Spalte 16, Zeilen 24-26) unter etwa 50% gewahlt werden 
sollte; der Gegenstand des Anspruchs 20 der vorliegenden Anmeldung besteht in 
der Auswahl eines Wasseranteils aus dem in der Figur 12 des Dokuments D3 
angegebenen Bereich. Eine solche Auswahl kann jedoch nur dann als erfinderisch 
angesehen werden, wenn der Wasseranteil unerwartete Wirkungen oder Eigen- 
schaften gegeniiber dem Rest des Bereichs aufweist. Derartige Wirkungen oder 
Eigenschaften sind jedoch in der Anmeldung nicht angegeben. Dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 8 liegt daher keine erf inderische Tatigkeit zugrunde. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zunvtherrnischen Behandeln von Halbleiterwafern mit we- 
nigstens einer zu oxidierenden Siliziumschicht und elner nicht zu oxidie- 
5 renden Metallschicht, vorzugsweise einer Wolframschicht, wobei die 

Vorrichtung folgendes aufweist 
wenigstens eine Strahlungsquelle; 
i> eine das Substrat aufnehmende Behandlungskammer, mft wenigstens 
eiiiem benachbart zu den Strahlungsquellen liegenden Wandteil,, der fur 

10 die Strahlung der Strahlungsquelle im wesentlichen durchsichtig ist; * 

wenigstens eine Abdeckplatte zwischen dem Substrat und dem be- 
nachbart zu den Strahlungsquellen liegenden durchsichtigen Wandteil 
der Behandlungskammer, wobei die Abdeckplatte so bemessen ist, 
dass sie den durchsichtigen Wandteil der Behandlungskammer voll- 

15 standig gegenpber dem Substrat abdeckt, urn zu verhindern, dass von 

dem Substrat sich abscheidendes bzw. abdampfendes Material, wel- 
ches eln Metall, ein Metalloxid oder ein Metailhydroxid umfaftt, wie 
Wolfram, Wolframoxld oder Wolframhydroxid, auf den durchsichtigen 
Wandteil der Behandlungskammer gelangt; und eine Handhabungsein- 

20 richtung zum automatischen Entnehmen und Einsetzten der Abdeck- 

platte aus der bzw. in die Behandlungskammer, wobei die Handha- 
bungsvorrichtung die Abdeckplatte ausschlielilich auf einer vom Sub- 
strat weg weisenden Oberflache kontaktiert 

25 2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Ab- 
deckplatte fQr die Strahlung der Strahlungsquelle im wesentlichen un- 
durchsichtig ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
30 Abdeckplatte frei auf entsprechenden Halteelementen in der Behand- 

lungskammer aufliegt. 



4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Handhabungsvorrichtung fiir die Abdeckplatte 
auch 2um Be- und Entladen von Substraten vorgesehen 1st 

5 5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeieh- 
net durch je wenigstens eine Abdeckplatte ober- und unterhalb des 
Substrats. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
10 . kennzeichnet, dass ober- und unterhalb des Substrats unterschiedliche 

Abdeckplatten vorgesehen sind. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die zum Substrat weisende Oberflache der Abdeck- 

15 platte beschichtet ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Be- 
schichtung aus einem leicht zu reinigenden Material besteht. 

20 9- Vorrichtung nach einem def vorhergehenden Anspruche, gekennzeich- 
net durch eine fichtabsorbierende Platte zwischen der Abdeckplatte und 
dem durchsichtigen Wandteif der Behandlungskammer. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- ' 
25 kennzeichnet, dass die Abdeickplatte aus Glas, insbesondere Quarzglas 

besteht. 

1 1 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass wenigstens eine Einrichtung zum Einleiten eines 

30 nichtwSssrigen, wasserstoffhaltigen Prozeftgases in die Behandlungs- 

kammer vorgesehen ist 
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12. Vorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch eine Steuerein- 
heit zum Einleften des nichtwassrigen wasserstoffhaltigen Prozefigases 
vor und/oder nach dem Einleiten einer Wasserstoff-/Wasser-Mischung. 

5 13. Verfahren zum thermischen Behandeln von Halblelterwafem mit we- 

nigstens einer zu oxidierenden Halbleiterschicht, vorzugsweise einer Si- 
liziumschicht und einer nichtzu oxidierenden Metallschicht, z.8. einer 
Wplframschlcht, wobei der Halbleiterwafer in einer Behandlungskam- 
mer mit wenigstens einer Strahlungsquelle und einem benachbart zur 

io Strahlungsquelle liegenden Wandteil, der fOr die Strahlung der Strah- 

lungsquelle im Wesentlichen durchsichtig 1st, wobel das Verfahren die 
folgenden Schritte aufweist 

Einleiten wenigstens eines Prozeftgases in die Behandlungskarnmer; 
Erhitzen des Wafers, wobei von dem Substrat sich abscheidendes bzw. 

15 abdampfendes Material ein Metall, Metallhydroxid oder Metalloxid urn- 

falit und das Material an wenigstens einer Abdeckplatte zwlschen dem 
Wafer und dem durchsichtigen Wandteil der Behandlungskarnmer ab- 
geschieden bzw. adsorbiert wind, um zu verhindern, dass es auf den 
durchsichtigen Wandteil der Behandlungskarnmer gelangt; und 

20 Entnehmen der Abdeckplatte aus der Behandlungskarnmer mit einer 

automatischen Handhabungselnrichtung nach einer thermischen Be- 
handlung eines Halbleiterwafers und Einsetzten einer Abdeckplatte vor 
einer nachfolgenden thermischen Behandlung eines Halbleiterwafers in 
die Behandlungskarnmer, wobei die Handhabungsvorrichtung die Ab- 

25 deckplatte ausschliefilich auf einer vom Substrat weg weisenden Ober- 

flache kontaktiert. 



14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab- 
20 deckplatte zwischen Substratbehandlungen aus der Behandlungskarn- 

mer entnommen und gereinigt wird. 
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15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet. dass 
wahrend der thermischen Behandlung wenigstens ein nichtwassriges, 
wasserstoffhaitiges ProzeGgas in die Behandlungskammer eingeleitet 
wird. 

'5 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das nicht- 
wassrige, wasserstoffhaltige Prozefigas vor und/oder nach der Einlei- 

*tung eines,Gemtsches aus Wasserstoff und Wasser in die Prozeftkam- 
mer eingeleitet wird. 

io 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass derWas- 
sergehalt der Wasserstoff-ZWasser-Mlschung derart gesteuert wird, 
dass eine Oxidation des Metalls durch den im Wasser enthaltenen 
Sauerstoff und einer Reduktion des dabei entstehenden Metailoxids 

15 durch den Wasserstoff im Wesentlichen im Gleichgewicht gehalten 

wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Was- 
seranteil in dern Gemlsch unterhaib von 20 % und insbesondere bei 

20 ungefahr 14 % liegt. 

19. Verfahren zur thermischen Behandlung von Halbleitersubstraten mit 
wenigstens einer Struktur S in einer ProzeGkammer mittels wenigstens 
eines thermischen Behandlungszyklusses, wobei 

25 die Struktur S wenigstens zwei unterschiedliche Materialien A. B auf- 

weist, wobei wenigstens das Material A mit einer ersten Komponente 
eines Prozefigases X einen ersten Stoff a bilden kann, der durch eine 
erste Gleichgewlchtsreaktion A + X <-> a + a' beschrieben ist, und 
wobei das Material B mit einer zweiten Komponente des Prozeligases 

30 Y einen zweiten Stoff b bilden kann, der durch eine zweite Gleichge- 

wlchtsreaktion B+Y <=> b + b' beschrieben ist, wobei 
a* und b* optionale Reaktanden sind, und 

wobei wahrend der thermischen Behandlung fur wenigstens ein Zeitin- 
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ten/all wenigstens eine Konzentration einer Komponente des Prozell- 
gases X und/oder Y und wenigstens ein welterer Proze&parameter so 
gewahlt werden, dall.die erste Gleichgewichtsreaktion zuni ersten Ma- 
terial A und die zweite Gleichgewichtsreaktion zurn zweiten Stoff b hin 
5 verschoben sind, 

wobei wenigstens eine Konzentration und/oder ein Partialdruck wenigs- 
tens einer Komponenten des Proze&gases X und/oder Y stetig als 

Funktion des weiteren Prozeiiparameters \/erandert wird. 
■ 

10 20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, das wenigstens 
ein GasflulJmesser abhSngig von dem weiteren ProzeGparameter gere- 
gelt oder gesteuert wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 19 oder 20, dadurch gekenn- 

15 zeichnet, da(J mittels einer Pumpvorrichtung der Gesarntdruck oder ein 

Partialdruck innerhalb der Prozelikammer eingestellt wird. 

22. Verfahren nach einem der AnsprQche 19 bis 21, dadurch gekennzeich- 
net, dafi in ein mit einern ersten Prozeftgas gefOlltes Volumen ein zwei- 

20 tes ProzeRgas mit definierter Zusammensetzung eingeleitet wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daft das Volu- 
men variierbar ist. 

25 24, Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 23, dadurch gekennzeich- 
net, dad das Zeitintervail innerhalb eines thermischen Behandlungs- 
zyklusses ist. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 24, dadurch gekennzeich- 
30 net daft das Zeitintervail sich uber mehrere thermische Behandluns- 

zyklen erstreckt. 
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5 

27. 

10 

28, 

1S 

29. 

20 

30. 

25 

31. 

30 

32. 



Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 25, dadurch gekennzeich- 
net, daft die erste Gleichgewichtsreaktion im wesentlichen Innerhalb ei- 
nes thermischen Behandlungszyklusses iind die zweKe Gleichgewichts- 
reaktion im wesentlichen innerhalb eines anderen thermischen Behand- 
lungszyklusses stattfinden. 

Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 26, dadurch gekennzeich- 
net, dad der weitere Prozefiparameter die Prozefttemperatur und/oder 
eine Temperatur eines Materials A, B und/oder eines Stoffes a, b der 
Struktur Sist ^ 

Verfahren nach einem der Ansprilehe 19 bis 27, dadurch gekennzeich- 
net f daft der weitere Prozeftparameter eine weitere Gaskonzentratlon 
einer Komponente des Prozeftgases, den Druck des Prozellgases, ei- 
nen Partialdruck einer Komponente eines Prozeftgases, ein Magnetfeld 
vorgegebener Starke, einen UV-Anteil oder eine Kombination der vor- 
genannten Parameter umfa&t, mit dem der Halbleiter beaufschlagt wird. 

Verfahren nach einem der AnsprQche 19 bis 28, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Struktur horizontale Schichten mit wenigstem einem Mate- 
rial A, B aufweist 

Verfahren nach einem der AnsprQche 19 bis 29, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Struktur vertikale Schichten mit wenigstem einem Material 
A, B aufweist. 

Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 30, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Materialien A, B durch wenigstens ein von A und B ver- 
schiedenes Material C getrennt sind. 

Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 31, dadurch gekennzeich- 
net, daft der zweite Stoff b sich am Material B ausbildet. 
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33. Verfahren nach einem der AnsprOche 19 bis 32, dadurch gekennzeich- 
net, daft das Halbleitersubstrat einem Siliziumwafer, eine kristalline o- 
der amorphe gewachsenen Oder abgeschiedenen Halbleiterschicht, ein 
Substrat oder eine Schicht aus einem IV-IV-Halbleiter, einefn il-VI- 

s HaHbleiter oder einem lll-V-Halbleiter umfafit. 

34. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 33, dadurch gekennzeich- 
net, daft das erste Material A ein Metall und das zweite Material ein 
Halbleiter B umfaftt. 

10 

35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dad das Metgll 
des ersten Materials A von einer Metalloxid- oder Metallnitridschicht 
bedeckt 1st die den ersten Stoff a umfaftt oder bildet und z.B. mittels der 

. ersten Glelchgewichtsreaktion bildbar 1st. 

15 

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder 35, dadurch gekennzeichnet, daft der 
Halbleiter des zweiten Materials B von einer Oxid-, Nitrid- oder Oxy- 
nitridschicht wenlgstens teilwelse bedeckt ist die den zweiten Stoff b 
umfaftt oder bildet und z.B. mittels der zweiten Gleichgewichtsreaktion 

20 bildbar ist 

37. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 36, dadurch gekennzeich- 
net, daft die erste Komponente X und die zweite Komponente Y gleich 
sind oder wenigstens einen gleichen Stoff urnfassen. 

25 

38. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 37, dadurch gekennzeich- 
net, daft die optionalen Reaktanden a\ b 1 gleich sind oder wenigstens 
einen gleichen Staff urnfassen. 

3 0 39. Verfahren nach einem der AnsprOche 19 bis 38, dadurch gekennzeich- 
net, daft die erste Komponente X und die zweite Komponente Y Wasser 
urnfassen. 
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40. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 9 bis 39. dadurch gekennzeich- 
net. daft die Reaktanden a', b' Wasserstoff umfassen. 

41. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 40, dadurch gekennzeich- 
s net, daft die erste und/oder zweite Komponente X, Y ein Gemisch aus 

Wasser und Wasserstoff umfaftt. 

42. Verfahren nach einem der Anspruche 1 9 bis 41 , dadurch gekennzeich- 
net, daft die erste und/oder zweite Komponente X, Y ein Gemisch aus 

io Wasser und Sauerstoff umfaftt. 

43. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 9 bis 42, dadurch gekennzeich- 
net, daft die erste und/oder zweite Komponente X, Y ein erstes Ge- 
misch aus Wasser und Wasserstoff oder ein zweites Gemisch aus 

15 Wasser und Sauerstoff umfaftt, und daft wahrend der thermischen Be- 

handlung die erste und/oder zweite Komponente X.Y vom ersten Ge- 
misch in das zweite Gemisch oder umgekehrt ObergefOhrt wird. 

44. Verfahren nach einem der AnsprQche 19 bis 43, dadurch gekennzeich- 
20 net, daft wenigstens das Material A und/oder der zweite Stoff b eine 

Schutzschicht umfaftt, die mittels einer schutzschichtbildenden reakti- 
ven Prozeftgaskomponente wShrend der thermischen Behandlung ge- 
bildet und/oder aufrechterhalten wird, und die ein Prozessieren des 
Halbleitersubstrates in Parameterbereichen hinsichtlich Konzentration 
25 der Prozeftgase und wenigstens eines weiteren Parameters, vorzugs- 

weise der Temperatur des Halbleitersubstrats, wenigstens kurzzeitig 
ermoglicht, in denen die Glefchgewichtsreaktion zum ersten Stoff a 
und/oder zum zweiten Material B hin verschoben ist. 

30 45. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 44, dadurch gekennzeich- 
net, daft das Prozeftgas wenigstens wahrend eines.Teils der thermi- 
schen Behandlung Ammoniak umfaftt. 
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Verfahren nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet. das die schutz- 
schichtbildende reaktive Prozeftgaskomponente Ammoniak umfa&t. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 19 bis 46. dadurch gekennzeich- 
net, daB wenigstens eines der Materialien A, B oder der Stoffe a, b 
Wolfram, Molybdan, Platin, Iridium, Kupfer und/der deren Oxide bzw. 
Nitride umfaftt wie Wolframoxid und/oder Wolframnitrid. 

Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 47, dadurch gekennzeich- 
net, daft die thermische Behandlung in einer Prozeftkammer einer 
Schnellheizanlage durchgefuhrt wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 48, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Prozeftkammer wenigstens eine Abdeckvonichtung zwi- 
schen dem Halbleitersubstrat und wenigstens einer Prozeftkammer- 
wand zur wenigstens teilweisen Abdeckung der Prozeftkammerwand 
umfaftt. 

Verfahren nach Anspruch 48, dadurch gekennzeichnet, daft die 
Schnellheizanlage in einem Temperaturbereich zwischen 930°C und 
950°C temperaturkalibriert 1st und daft die Temperaturkalibration von 
dem Schichtwachstum einer Wolframnitridschicht in Ammoniak 
Qebrauch macht. 



